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 暫定版 データシート 

PD166105GS 
MOS集積回路 

概要 

PD166105は、過熱保護および過電流制限回路、断線検出回路を内蔵する高耐圧デュアル Nチャネル・ロ
ウ・サイド・ドライバです。 

過熱または過電流などの異常状態を検出し、出力遮断もしくは出力電流を制限することで保護します。 

出力遮断後、チップ温度冷却により出力MOSは自己復帰します。 

負荷正常時、フライバック電圧を検出しダイアグ出力します。 

負荷断線時、ダイアグ出力が停止します。 

特長 

 高耐圧デュアル・ロウ・サイド・ドライバ 
 電流制限回路および過熱保護回路を内蔵 

 過熱検出でシャットダウン動作 
 冷却後、自己復帰 

 ダイナミック・クランプ (100V Min.) 回路を内蔵 
 断線検出回路を内蔵 

 フライバック電圧検出でダイアグ出力 
 断線時、ダイアグ出力停止 

 低オン抵抗 
 高温対応品 (Tch = 175°C Max.) 
 小型 20ピン SOPパッケージ 
 

用途 

 インジェクタ・ドライバ 
 

製品ラインアップ 

型名 リードめっき仕様 梱包仕様 パッケージ 

PD166105GS-E1-AY Sn Tape 2500 p/reel 20ピン・プラスチック SOP (7.62mm (300))

PD166105GS-E2-AY Sn Tape 2500 p/reel 20ピン・プラスチック SOP (7.62mm (300))
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ブロック図 
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端子接続図 

 20ピン・プラスチック SOP (7.62mm (300)) 
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端子名称 

端子 No. 端子名  端子 No. 端子名 端子 No. 端子名  端子 No. 端子名 

1 OUT1  6 OUT2  11 OUT2  16 OUT1 

2 IN1  7 IN2  12 GND2  17 GND1 

3 DIAG1  8 DIAG2  13 GND2  18 GND1 

4 VCC1  9 VCC2  14 GND2  19 GND1 

5 OUT1  10 OUT2  15 OUT2  20 OUT1 
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絶対最大定格 

(特に指定のないかぎり Ta = 25°C) 

項目 記号 定格 単位 条件 

入力電圧 VIN –1.5～+7.0 V  

VCC1 –0.5～+18 V DC 

VCC2 24 V 60s 

電源電圧 

VCC3 35 V 1s 

出力耐圧 VOUT 100 V フライバック時のクランプ電圧は除く 

出力電流 IO(DC) SELF LIMITED A/ch VIN = 5V, DC 

DIAG出力電圧 VDIAG 7 V  

DIAG出力電流 IDIAG 20 mA  

許容損失 PD 2.4 W Ta = 25°C, 2ch同時オン 注 

動作温度 Tch –40～+175 °C  

保存温度 Tstg –55～+175 °C  

【注】 ガラスエポキシ基板 (50mm  50mm  1.6mm厚 FR-4、銅箔 600mm2  70m) 実装時 

 
注意 各項目のうち 1項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を越えると、製品の品質を損なうおそれがあり

ます。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を
超えない状態で、製品をご使用ください。 
DC特性と AC特性で示される定格値と条件は、通常動作時における製品の品質を保証する範囲を表
しています。 
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電気的特性 

(特に指定のないかぎり VCC = 5～18V, Tch = –40～+175°C) 

項目 記号 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 

ハイ・レベル入力電圧 VIH 3.0 — — V Rin = 1k, VDS = 0.3V, IO = 1.4A 

ロウ・レベル入力電圧 VIL — — 1.5 V Rin = 1k, VDS = 20V, IO = 1mA 

ハイ・レベル入力電流 IIH — — 300 A VIN = 5.5V, VDS = 0V 

ロウ・レベル入力電流 IIL –10 — +10 A VIN = 0V, VDS = 20V 

ICC1 — — 10 mA/ch VIN = 16V, ON時 電源電流 

ICC2 — — 10 mA/ch VIN = 16V, OFF時 

RDS(ON)1 — 64 91 m IO = 1.4A, Tch = 25°C, VIN = VIH, 
VCC = 16V 

出力オン抵抗 

RDS(ON)2 — 117 207 m IO = 1.4A, Tch = 175°C, VIN = VIH, 
VCC = 16V 

ターン・オン時間 ton 3.5 — 35 s 

上昇時間 tr — — 35 s 

VIN = 0  5V, Rin = 1k, RL = 8, 
VCC = 12V, Tch = 0～175°C 

ターン・オフ時間 toff — — 30 s 

下降時間 tf — — 15 s 

VIN = 5  0V, Rin = 1k, RL = 8, 
VCC = 12V, Tch = 0～175°C 

出力リーク電流 IDSS — — 350 A VIN = 0V, VDS = 18V 

クランプ電圧 VOUT 100 — 130 V IO = 10mA, Tch = 25°C, VIN = 0V 

クランプ電圧温特 VZ — 130 — mV/°C IO = 1.4A, VIN = VIL, L = 1mH 

過熱検出温度 THI 175 — — °C VIN = 5V, VCC = 6～18V 

電流制限 ILIM 1.7 — — A  

フライバック検出電圧 VFB 33 — 83 V  

DIAG応答時間 tDIAG 0 — 5 s IO = 1.4A, L = 1mH, VDIAG = 5V, 
RDIAG = 51k 

RDIAG(ON)1 — — 0.83 k VCC = 16V, IODIAG = 2.4mA DIAGオン抵抗 

RDIAG(ON)2 — — 1.54 k VCC = 6V, IODIAG = 1.3mA 

— 1.4 3.0 A VDIAG = 5V, Tch = 25°C DIAG出力リーク電流 IDIAGLEAK 

— 40 60 A VDIAG = 5V, Tch = 175°C 
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スイッチング時間測定波形 
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ダイアグ出力測定波形 
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機能概要 

入力回路 (オン/オフ制御) 

IN端子にハイ・レベル入力電圧を印加 (3.0V以上) すると、出力MOS (Nch) はオンします。 

IN端子にロウ・レベル入力電圧を印加 (1.5V以下) すると、出力MOS (Nch) はオフします。 

GND
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ダイナミック・クランプ回路 

L負荷駆動時の逆起電圧による過電圧破壊から、出力MOSならびに他回路を保護する回路です。 

OTU端子の印加電圧が出力クランプ電圧を超えると、出力MOSのドレイン－ゲート間に接続された定電

圧ダイオードがブレークダウンし、OUT端子の印加電圧をクランプします。 
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電流制限回路 

負荷短絡時の過電流による破壊を防止するための保護回路です。 

負荷短絡などにより OUT端子に過電流が流れると、内部保護回路により出力電流を制限します。 

ただし、負荷ショート時に、OUT端子に印加される電圧は 18V以下としてください。 

 

過熱保護回路 

過熱による破壊を防止するための保護回路です。 

過熱検出時には保護回路が動作して出力MOSをオフします。 

出力MOSを強制的にオフさせたあと、チャネル温度が低下すると出力MOSは自己復帰します。 
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断線検出回路 

L負荷駆動時のフライバック電圧に同期して、DIAG端子よりロウ・レベル信号を出力します。 

L負荷断線時は、DIAG端子よりハイ・レベル信号を出力します。 
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特性曲線 
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過渡熱抵抗特性 
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応用回路例 1 
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応用回路例 2 
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外形図 

20ピン・プラスチック SOP (7.62mm (300)) 
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テーピング仕様 

キャリア・テープ内のデバイスの向きは 2種類 (E1, E2) あります。 

1

E1: 1

E2: 1 1

 
 

捺印仕様 

この図面は捺印項目と配置を示しています。ただし字形、大きさおよび位置の詳細を示すものではありま
せん。 

JAPAN

D166105GS

1  
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はんだ付け推奨条件 

この製品の半田付け実装は、次の条件で実施してください。 

なお、推奨条件以外の半田付け方法および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。 

半田付け推奨条件の技術的内容については下記を参照してください。 

 
「半導体パッケージ実装マニュアル」(http://japan.renesas.com/prod/package/manual/index.html) 

 
 PD166105GS-E1-AY: 20ピン・プラスチック SOP (7.62mm (300)) 
 PD166105GS-E2-AY: 20ピン・プラスチック SOP (7.62mm (300)) 
 
半田付け方式 半田付け条件 推奨条件記号 

赤外線リフロ パッケージ・ピーク温度: 260°C、時間: 60秒以内 (220°C以上)、回数: 3回以内、 

制限日数: 7日間注 (以降は 125°Cプリベーク 10時間以上 72時間以内)、 

フラックス：塩素分の少ないロジン系フラックス (塩素 0.2Wt%以下) を推奨 

<留意事項> 

耐熱トレイ以外 (マガジン、テーピング、非耐熱トレイ) は、包装状態でのベー
キングができません。 

IR60-107-3 

端子部分過熱 端子温度: 350°C以下、時間: 3秒以内 (デバイスの一辺当たり) 

フラックス: 塩素分の少ないロジン系フラックス (塩素 0.2Wt%以下) を推奨 
— 

【注】 ドライパック開封後の保管日数。保管条件は 5～25°C、20～65%RH。 

 
 

 



 

すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 

 C - 1 

改訂記録 PD166105GS データシート 

 

改訂内容 

Rev. 発行日 ページ ポイント 

1.00 2012.01.19  初版発行 
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